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摘要(译)

一种用于脑状态监测的头戴式智能穿戴电极数量优化法及应用：对智能
穿戴设备测得的多通道信号进行预处理，得到多尺度多通道信号；对所
有尺度下的多通道信号构建多尺度加权递归网络；在每个尺度下，对交
叉递归率矩阵选取阈值；采用基于贪婪优化策略的鲁文算法探寻多尺度
无权递归网络的社团结构；通过比较不同脑状态下的社团结构的演化，
同时结合复杂网络的关键节点探寻算法，确定网络中的关键节点，关键
节点对应的电极即为可监测脑状态变化的关键电极；针对关键电极测得
的多通道信号，构建多元多尺度复杂网络；针对关键电极所得信号构建
的多元多尺度复杂网络提取复杂网络指标；训练深度学习模型和进行脑
状态监测。本发可提高智能穿戴设备的便携性和实用性。

https://share-analytics.zhihuiya.com/view/15bc1e9a-38ce-40f3-8eff-cb41225b2aa7
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/058294775/publication/CN106491083A?q=CN106491083A
http://epub.sipo.gov.cn/tdcdesc.action?strWhere=CN106491083A

